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La invencién se refisre a una lémina aislante fla -
xible scbre la cual estd ubicado un disefio de pistas conducto -
ras al que puede ser consctado al menos un componente eléctrico,
por ejemplo, un alemento de circuito semiconductor. Un elemento -
de circuito semiconductor puede ser, por ejemplo, un transistor -
planar o un dkspositivo semiconductor integrado.

Tal 1émins aislante flexible provista con un disefio
de pistas conductoras a las que estd consctado un dispositivo ~
samiconductor integrado, &e describe sn "Procsedings of the = -
Elsctronic Components Canference® - IKEE, 1967, pags. 283-290,

Un componente aléctfico.'particularmentn un circule
to gemiconductor integrado, puede ser rédpidamente provisto con =
conductorses conectores flexibles por medio de una lémina aislan-
te flexible que comprende un disefio de pistas conductoras. Dshi=-
do a la flexibilidad de la lémina, los lugares de contacto del -
componante y/o un soporte no necesitan sstar exactamente ubica -
dos en un plano, lo gque s una ventaja importante. Ademés una ~
pluralidad de componentes @léctricos pueds sar conactado al dise-
fio para cuyo ffn pueden incorporarse conexionues eléctricas entre
los componentaes sn sl disefio dge pistas. conductoras,

Una dificultad en el uso de léminas conocidas del -
tipo mencionado consiste en qus pueda producirse fdcilmente, en-
lugares indeseables, un cortocircuito sntre el disefio y una par-
te del componente @lectrdnico, por ejamplo el bords dal cuarpo =
seniconductor de un circuito semiconductor integrado o una pis =

ta conductora sobre un circuito semiconductor integrado. En re -

374491

-2



10

15

20

25

30

29,11.69,

luciin cor %cto ya so ha sugerido proveer s la lémina aislan-

te con una abertura, véase la litsratura antss mencionada, sn

la que las pistas conductoras provistas sobre las léminas sobre-
salen sobre ¢l horde de la abartura y las partes sobresaliesntas
de las pistas conductoras son aseguradas a un circuito semicon~-
ductor integrado, siendo dobladas las partes citades de manera
tal, y estando la lémina conactada a un soporte con respecto al
circuito integrado de menera tal, que 3e evita un cortocircuito
con 61 borde del cusrpo semiconductor del cirguito integrado, Es-
ta solucidn es complicada lo que raduce considerablemente las -
ventajas del uso de una lémina flaxible,

El objeto de la invencién consiste en provear una
solucién considerablemante menos complicada y més barata, que -~
tiene una pluralidad de otras ventajas gque resultarén svidentes
de la siguiente descripcidn,

De acuerdo con la invencidn, una lémina aislante
flexible sobre le que astd ubicade un disefio de pistas conduc =
toras, a las que puede ser conectado un componaente sléctrico,-
por ejemplo un elemento de circuito semiconductor, se ceracte-
riza porque la lémina y el disefio da pistas conductoras estén -
cubiertos con una capa aislante,estando el ladc de la misma ~
opussto al lado adyacente al disefic y a la lémina aislantm fle-
xible, libre de pistas conductoras, no cubriendo la cepa aislan-
te mencionade una pluralidad de partes, llamadas lugares da =
contacto, del disefio ubicado sobre ls ldmina.

La capa aislante qus no necesita tensr una in =~
fluencia molesta sobre la flexibilidad de la 14mina, svita que
88 porduzca up cortocircuito en lugares indescados con un com-

ponente e@ldctrico y/o un soporte a ser conectado el trazado.
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AdemZe, los lugares de contacto de un componente
que no astdn situados perca del borde de una superficis de un =
componente pueden ser consctados sin objecidén a los lugares de=
contacto del dissfio de pistas conductores, y las pistas conduc-
toras pusden cruzar un componente da mansra aislada,

La capa aislente congiste preferiblements de una
fotolace. La fotolaca puade ser provista, por sjemplo, por inmerw
sién o pulverizacidn, después de lo cual las partes dessadas =
son eliminadas por exposicién y revelado., De ssta mancra &8 =
obtiene la capa aislante de una manera particularmente simpls.
La fotolaca usada puede sar cualquier fotolaca convaencionalmen-
ts usada en la tecnologfa de semiconductores para métados da =
fotoresist,

De acusrdo con la invencidn, una rsalizacién =
preferida importante se caracteriza porque los lugaraes de con=
tacto del disefio de pistas conductoras son sngrosadas por medio
de una capa metdlica qus facilits el establecimiento de conae
xiones sléctricas al disefo., Tal capa motdlica puade ser, por
s jemplo, una capa de soldadurs o una capa de un matal que es =
mfs adecuado para la soldadura ultrasénica o la unidn por ter-
mocompresidn, que sl metal del que estd hecho el disefio, Una =
ventaja de ja capa aislante consiste en quﬁ durante la provi ~
sidn de la capa metélica, dicha capa alslante pusds ser usada
como méscara. La capa matélica puede ser provista por ejemplo

slectrolfticamenta, Si la capa aislants no estuviers presents,

una cape metélica sélo podrfa ser provista de manera simple, -
por gjemplo slectrolfticamente sobre todo @l disefio, lo que =
podria hacer menos flexible a la l4mina provista con el diss -
fio o requerirfe un método de mordicacidn para limitar la capa
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Peafusiblements la lémina y la cape aislante son -
transparentes, conaistiendo la lémina de une resina sintética.
El espasor de la ldmina prefaerentemente es como méximo dge 75 =
micrdmetros, sl enhpesor jel disefo de 25 micrones y el espesor -
de la cape aislante de 5 micrdmetros, La ldmina preferiblementa -
@s ten delgads como sea posible y por lo panto ten flexible como
ssa posibles En el caso de una lémina muy flexible, los lugsres
de contaptb de un componante eléctrico y un soporte con el que -
debe establecerss un contacto, no necesitan estar ubicados en =
un plenc dadoc que una ubicacidn en la lémina muy diffcilmente -
pusde sjercer une fuerzs sobre un lugar de conexidn. Ademds, en -
el casc de soldadure ultreadnice, una ldminaz delgada casi no con-
sume energia, de modo gque la soldadura de un componente eldotri-
co al disefio de esta manera puede ser répldamente reslizada, Se
han probado con &xitc ldmines que tienen espesores de aeproxima-
damente 50, 25 y 12 micrdmetros. Por razones similares, el di =
aafio y la cepa aislante preferiblemente son muy delgados. La 14~
mina y la capa aislante preferiblemente son transparentes, de -
modo de permitir orientar el disefio visualmente, de manera simw
ple, sobre los lugares de contacto 4o un componente eléctrico.

Una plurslidad de disefios de pistas conductores =
lguales puede estar ubicada sobre la lémina eislente flexible,-
estendo loa disefics mencicnados cubiertes con una capa aislen -
t¢ que no cubre une pluralidad de lugares de contacto de los
diseffos, Esto es importante pera la produccidén en masea de dig -
positivos eléctricos. Despuds que los componentes sléctricos, -
por ejemple circuitos semiconductores integrados, capacitores
y resistores, han sido conectados a los disefios, la peliculs -
puede ser subdividide obtoniéndose dispositivos eléctricos que
comprenden una ldmina con disefios de pistas conductores a las -
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cuales astd conectado 8]l menoe un componente @léctrico.

La invencidn es particularmente importente para
la provisidn de dispositivos semiconductores integrados con con-
ductores conesctores flexibles de una manera barata y eficaz. Una -
reslizacidn prefarida importante de una ldmina sislante flexible ~
de acuerdo con la invencidn, se caracteriza por lo tanto porgue =
ol disefio deo plstas conductoras comprende un grupo de lugares de =
contacto muy prdéximos unos de otros que proporcionan la posibili-
dad de conectar un disposlitive semiconductor integredo al disefio =
estando conectado cada lugar de contacto, @ travds de una pista =
conductora, @ un lugar de contacto que sstf ubicado fuera del gru-
pc y gue es mds grande que los lugares de contacto del grupo. Los
lugares de contacto gel grupe asi como los lugeraes de contacto -
del dispoeitivo ssmiconductor integrado usualmente tisnen dimen =
siones menores gue 150 x 150 micrdmetros., Las restantes conaxionas
conductoras a los lugares de contacto m&s gresndes pusden hacerse -
fécilmente,.

La lémina flexible que comprende un disefic de -
pistas conductoras y una cepa alslante de acusrdo con la inven -
cién, pusden ser copercializadas separadamante, siendo provista -
la ldmina con los componsntes eléctricos por lbs mismos usuarios,

Sin embargo, la invencidn se refiers tembién a -
una lémina aislante flexible de scuerdo con la invencidn en que al
menos un componsnte eléctrico egtd conectado al dissfo de cone=

xiones conductoras.

Un dispesitivo semiconductor iniegrado, tenienw
do el mencionado dispositivo un cuerpo gemiconductor que compren=
de elemenios ge circuito semiconductor, estando provista scbre -

dicho cuerpo una capa superficiel aislante provista con los luga-

res e contacto del dispositivo, esté conectedo preferiblemente-

-
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noe maedin e sue lugjares de contscto a los lugares de contacto
del disefio de plstas conductoras.

A fin ds que la invencidén pueda ser fécilmentw
llevada a la préctica, 2 continuacidn sa describirdn unos pocos
ejemplos de la misma, mds getelladamente, a titule de ejemplo,-
con referencia a los dibujos que se acompafian, en que:

L.a figura 1 es una vista esquem8tica en planta
de una r;;lizaciﬁn de una lémina aislante flexible de acuerdo -
con la invencidn, siendo

la figure 2 una viste esquemdtica en corte de
la misma, tomado scbra la linea II-II en la figura 1, en que =
la 1émina estd consctada a un dispositivo gemiconductor inte -
grado, una psrte del cual se muestra ssquemiticamente,

La figura 3 muestre esquemdticamente una segun=
da pealizacidén de una lédmina eislante flexible de acuerdo con la
invencidn,

Les figuraes 1 y 2 muestran una parte de una -
l4mine aislants flexible 1, sobre la cual estd ubicado un dise-

flo de pistas conductoras 2 a las que puede ser conectado un =

dispositivo semiconducter integrado. De acusrde con le inven

cién, 1a 14mina 1 y el disefio 2 estén cubiertos con una cepa

aislents 3 cuyo lado ubicado opuestc al lado adyacents s la

lémina 1 y el disefio 2, estd{ librs ge pistas conductoras, La
cepa alslante no ,ubre partes llamadas lugares de contacto 4 y
5, del disafio,

En el pressnte ejemplo, as proveen sobre la -
1lémina 1 una pluralidad de diseffos iguales, diseMoe ds los cua=-
les solaments uno (A) es totalmente mostradc, y otros dos (2 y
C) se muestran parcialmente por razones de simplificacién. To=

dos los disefios estdn cubiertos por la capa sislante 3 con -
E LM
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sXuaacidn de sus lugares de contacto., Las partes del disefio cu =
biertas por la capa aislante 3 estdn indicadas por lfineas puntea-
das,

La lémina aislante flexible 1 consiste de upa -
resina sintétice transparente, por ejsmplo poliamida, y tiens =
un espesor de como miximo 75 micrdmetres, por ejemplo un espesor
de 25 micrémetros. Los disefios Ry B y C da pistas conductoras =
pueden ser provistos sobre la l4mins de cualquier mansra tonven=

cional, por ejemplo, fotoqufmicamente como .e describe en la pa=—

8
tente francesa 1,428,832, en que los disefios consisten al menos
principalmente de cobre, Los disefioe tienen un espasor de menor -
ds 25 micrdmetros, por ejemplo un espesor de aproximadaments 5 miw
crémetros. En el método conocido gntes mencionado, ususlmente se
da a los disefios 8l sspesor Jeseable slectrolfticamente, pur -
8jemplo depositando cobre, para lo que es deseabll que los di =
sefios formgn un conjunto eléctricamente. Por lo tanto sstdn =
presentes las pistas conductoras que interconectan eléctricamen-
te a los dissfios.

La cepa aislante pusde ssr, por ejemplo, una capa
de laca, partes de la cual han sido eliminadas por medio de un ~
método de fotoresist de modo da exponer los lugares de contactow
4y05,

Lz capa alslants 3 misma, sin embargo, consiste ~
preferiblements ds una fotolaca, La fotolace puede ssr provista-
por pulverizacidén y luego expussta y revelada, sisndo elimina =
das las partes que cubren los lugares de contacto 4 y 5. La fo -
tolaca usada punde ser cualquisr fotolaca convencionalmenta usa-
de en le tecnologfa ¢e@ semiconductores para tratamientos de fo -

toresist. Muchas fotolacas convencionales son eléctricamente «

aislantes y transparentes. La capa aislante tiene un espssor =

e
® 7 AAED 1
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menor que 5 micrématros, por ejsmplo un espesor de asproximada-
mente 3 micxdmetros, La provisidn de una cepa aislants consise
tente en una fotolaca es particularments simple,

f.os lugares de contacto 4 y § de los diseffos son =~

] engrosados como ,e mueetra sn la figura 2 para un luger dea =

8
contacto 4, El engrosamientc puede obtenerse, por ejemplo, =
electrolfticamente, y consistir de una capa de soldadura. Como
alternativa, por ejemplo, puede proveerse una cepa metdlica =
2 la que puede hacerse uma conexidn eléctrica por soldadura =

10 ultresdnica mejor que al metal de los diseios. Dado que sola -
mente los lugares de contacto 4 y 5§ son provistos con una cepe
de soldadura, la flexibilided de la lémina que comprende los =
disefios substencialmente no es reducida, Durante la provisién -
de 1la capa de soldadura, la capa aialants 3 sirve como una mis=

15 cara.

Les pistas conductoras 2 de los disefios A, B y C de=-
ben ser usades como conductores de alimentacién flexibles para
dispositivoe semiconductores integrados, Para ese fin, un dise-
ffo A de pistas conductoras 2 comprende un grupa de lugares de =

20 contacto 4 situados muy préximos unos de otros de modo de hacer
posible conectar un dispositive semiconductor integrado al tra-
zado R, estando cada lugar de contacto 4 conectado, a través -
de una pista conductora 2, a un lugar de contacto § que estf «
ubicado fuera del grupo ye lugares de contacto 4 y que es ms -

25 grandea que los lugares de contacto 4 del grupo. Los lugares de -
contacto 4, por ejemplo tienen didmetros de 100 micrémetros y =

los lugares de contacto 5 tienen dimensiones de 800 x 400 micrdée
metros, Laa pistas 2 tienen una longitud de aproximademente
2 mme

30 LR 1
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Un dispositivo eemiconducter integrado convencional =
puede ser conectado a los lugares de contacto 4 (solaments se
muestra un lugar de contacto 4 sn el corte de la figura 2), que
comprende un cuerpo 7 que consiste parcialmente del material =
semiconductor 8 en que son provistos slementos 4s circuito se -~
miconductores (no mostrados) de cualquier manera convencional «
Yy que comprende una capa superficial aislante 9, sobre la qus -
estdn provistos lugares de contacte 10 del circuito ssmiconduc =
tor integrado da modo de estar ubicados de la misma manaera unos
con respecto a los otros y aproximadamente del mismo tamaMo qus
los lugares ds contactoc 4 (en la figura 2 soclamenta se musstra =
un lugar de contacto 10), siendo conectados los lugares de con =
tacto 4 a los lugares de contacto 10. La conexidn se efectis =
por soldadura, 5in embargo también es posible usar soldadura -
ultrasénica, En la figura 1, el lugar del circuito integradec =
estd indicado solamente por la lfnea punteada ll. Dadoc qus la =
l4mina 1 as{ como la capa aislante 3 pueden ser trﬁnaparentea, -
la l4mina pusde ser orintade visuelmente de maners simple sobre-
los lugares de contacto 10 del circuito semiconductor integrado.

Se ha encontrado que en ausencia da la capa aislante 3,

pueden producirse fdcilmente cortocircuitos entre el bords del

material semiconductor indicado por una flecha o sl cristal se-
miconductor 8 y las pistas 2, Esto a menudo se dsbe al hecho ¢e
que la gepa aislante 9 no alcanze exactamente a dicho bords, La
capa aislante 3 svita tal cortoecircuito.

Cuando los circuitos semiconductores integrados han =
sido conectados a los diseiies Ay B y C, la 14mina 1 as subdi =
vidida a lo largo de las lfnsas 12, siendo geparadas de los di-
sgfios las pistas conductoras 5 o no ascciadas con log disefiog,

Se obtienen entonces dispositivos semiconductorss integrados
TIE SN 1
‘*:; 1 - Lo
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que hen sido provistos con conductores conectorss flaxibles de
una manera rdpida y barata y que no pusden dar lugar a un corto
clircuito en lugares indeseables con el dispositivo semiconduc ~
tor integrada.

La ldmina también pueds ser subdividide primera, =
despuds ds lo cual pueds proveerse un circuitoc semiconductor =
integrado sobre cada ldmina resultante, Para la produccidn sn-
masa, Qin embargo, debe preferirse la secuancia inversa.

La lémina pusde comprender disefios 8 los cuales pue~
den ser conactados slementos de circuito semiconductorss y/u -
otros componentes eléctricos, por ejemplo, capacitores y resise
tores. La figura 3 muastra esquemiticamente tal disefio de pls =
tas conductoras a les qus puedsn ser conectados dos circuitos =
semiconductoree integrados y otros componente eléctrico, por -
sjemple un capacitor. El lugar de los circuitos integrados esté
indicado por 21 y 22 y el del capacitor por 23, El disefio con =
siste de las pistas conductoras 24 a 30, comprendiendo los lu =
gares de contacto 31 a 36, El disafio estd cubierto con una cepa
aislante qus no cubre a los mencionados lugares da contacto.

Las pistas 24 con sus lugares de contacto 36 y 32 o
36 y 33 corresponden a las pistas 2 con sus lugares de contacw
to 4 y 5, mostrados en el ejomplo pracedente,

Cuendo los Jugeres de contacto de un dispositivo -~
semiconductor integrade son conectados 8 los lugares de con =
tacto 31 y 32, la piste conductora 30 forma uns conaxidn eléce
trica entre dos partes del mencionado dispositivo semiconduc -

tor, Estando la pista 30 cubierta con una capa aislants, dicha

pista no puede dar lugar a un cortocirculto indescado a través

de les pistas conductoras provistas sobre el dispositivo semi ~

conductor integredo. Por las mismas rezones la pists 26 puede

-1] - 1§ A?}fﬁ _f {3 '1
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cruzar sl dispositivo semiconductor integrado que asstd conscta-
do 2 los lugares de contacto 33 y la pista 27 puede cruzar el -
componante eléctrico que estd conectado @ los lugares de contac-
to 34 y 35,

Las pistas 25 formen conexiones elfctricas sntre =
los elementos ge circuito semiconductores que estdn conectados-
@ los lugares de contacts 32 y 33.

Una léminm de ecuerdo con la invencidn que compren-
de unc o m&s componentes eléctricos puede ser montada y/o =
incorporada en un dispasitivo sldctrico ge cualguier manera =
convaencional,

Serd obvio que la invencidn no estd limitada a los
ejemplos dascriptos y que son posibles muchas variacionas para
los axpertas en sl arte, sin salirse del alcancs de la prssents
lnvencidn., La conexidn entrs un lugar de contacto de un disefio -
y un lugar de contacto de un componentae eléctrico no Ascesita -
ser una junta soldada o una conexidn obtenida por soldadura -
ultrasdnica, sino que como alternativa pueds ser, por ajemplo,
una conexidn obtenida por unidn por termo-compraesidn. La lémina
pusde ger provista con un disefio de pistas conductoras a la qus
pusden consctarss mds componentas aléctricos‘qus los que g8 =
muastran sn los sjemplas, Los componentes sléctricos puedsn
comprender tambidn por ejemplo, transistores planares, La 14 -~
mina puede ser provista sobre los dos lados con un disefio de -
pistas conductoras cubiertas por una capa aislante con axcepcidn
de los lugares de contacto., La lémina aislante flexible, qus
preferiblemente ss transparente, ousde consistir por gjemplo -
de tereftalato des polistileno en lugar de poliamids. Ademds -

pueden proveerss azobre la ldmina slementos de resistencia en la

forma ¢s una capa matdlica. &N ) F\ ;E
S o ‘ L
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Esta Solicitud, qus corrssponde a la presentada sn «
Holanda el 14 de Diciembre de 1,968, bajo sl nfmoro 6818017 -
ss acoge a4 los beneficios del artfculo 51 del vigente Estatuto

sobre Propiledad Industrial,

N O TA

‘Los pﬁntus de invencién propia y nusva que se pre -
santan'para que sean objeto da esta Solicitud de Patente de-
Invencién en Espafia, por VEINTE affos, son los siguiantes:

1), Un dispositivo de 1émina aislante flexible so =
bre sl cual estd situado un disefio de pistas conductoras a -
las que puede sstar conectado al menos un componente eléctri-
co, por ejemplo un alemento de circulto semiconductor, carac—
tarizado porque la l4mina y sl trazado de pistas conductoras
eatdn cubiertos con una capa aislants, cuyo lado opuasto al =
lado adyacente al trezado y a la ldmina aislente flexible, -
estd libre de pistas conductoras, no cubriendo la capa ailslan-
te una pluralidad de partes, llamadas lugares de contacte, -
del trazado situado sobre la l4mina.

2)s Un dispasitivo de lémina aislante flexible do =
acuerdo con la reivindicacidn 1, caracterizado porque la capa
aislante ss una fotolaca,

3)s Un dispositivo de lémina aislante flexible ga -
acuerdo con la reivindicacidn 1 § 2, carecterizado porqus los
lugares de contacto del disefio ds pistas conductoras asstdn -
engrosadas por medio de una capa metdlica qus facilita @l es~
tablecimiento de una conaxidn eléctrica al trazado.

4). Un diepositivo de 14mina aislante flexible de =~

acuerdo con una o m4s de las relvindicacionss precedentes, -
HE A
y & b0 o II



10

15

20

25

30

29411469,

caracterizado porque 1a l4mina y ls capa aislante son transpa=-
rentes y la ldmina consists de una resina sintética,

S). Un dispositivo de lémina aislants flexible de acusr~
do con una o mds de las relvindicaciones precedentss, caracteri-
zado porqus una pluralidad de diseffos igusles de pistas conduc -
toras estd ubicada sobre la 1lémina, estando dichos trazados cu =~
bierios con una capa aislante qus no cubre una pluralidad de lu -
gares ds contacto de los irazados,

6)s Un dispositivo de lémina aislante flexible ds acuer-
d o con una o mids de las reivindicacionss precedentes, caracte =
rizado porque el trazade de pistas conductoras comprende un gru=
po g8 lugares de contacto ubicados muy préximos entre s{ y que =
provaen la posibilidad de conectar un dispositiveo semiconductor =
integrado al trazado, estando cada lugar de contacto dal grupe -
conectado a travds de una pista conductora, @ un lugar ds con =
tacto qua estd situado fuera del grupo y que a8 m4s grands que -
los lugares ds contacto del grupo.

7). Un dispositivo de lémina aislanie flexible de acuer-
do con una o mds ge las reivindiceciones precedentes, caracteri-
zado porque al menos un componsnte eléctrico astd conectado al -
trezado ge pistas conductoras.

8). Un dispositivo de l4mina aislante flexible go -
acuerdo con una o mis de les reivindicacianes precedentes, caw
ractarizado porque un dispositivo semiconducter integrado, te-
niendo dgicho dispositivo un cuarpo gemiconductor gua comprende
elementos ge circuito ssmiconductores estando provisto sebre -
dicho cuerpo una cape superficial aislente qus estd provista -
con los lugares de contacto del dispositivo, estf conectado =

con sue lugarss de contacto a los jugarses ds contacto del tr-
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zado de pistas conductoras.
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9). Un dispositivo de l4mina aislante flexibla sobre
al cual estd situado un dissifo de pistas conductoras,

Tal y como g8 ha descrito en la Memoria gue ane
tecede, representado en dibujos que se acompafian, ¥ con los -
fines qus g han sspecificado,

Esta Memoria consta de quince hojas escritas -
a méquina por una sole de sus garas,
Madrid, 42 Li
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